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(§) Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Herstellung 

(57) Die Schaltungsanordnung weist mindestens ein Haupt- 
substrat (HA) auf, das zwischen einem ersten Schutzsub- 
strat (SI) und einem zweiten Schutzsubstrat (S2) ange- 
ordnet ist. Das Hauptsubstrat {HA) weist mindestens ein 
Halbleiterbauelement (H) auf. Auf Oberflachen der beiden 
Schutzsubstrate (S1, S2) sind jeweils eine Metal Ischicht 
(Ml, M2) angeordnet, die die Abstrahlung elektromagne- 
tischer Felder der Schaltungsanordnung nach auften ver- 
hindern. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Schaitungsanordnung, die 
mindestens ein in einem Substrat angeordnetes Halbieiter- 
bauelement umfaBt. 5 

Eine solche Schaitungsanordnung und ein Verfahren zu 
deren Herstellung sind zum Beispiel in US 5902118 be- 
schrieben. Die Schaitungsanordnung ist dreidimensional 
und wird erzeugt, indern zwei Substrate, die im Bereich ih- 
rer aufeinandertreffenden Grenzflachen Bauelemente auf- 10 
wciscn, aufcinandcr gcstapclt und fcst mitcinandcr vcrbun- 
den werden. Eines der Substrate kann anschlieBend von der 
Ruckseite her gedunnt und mit Ruckseitenkontakten verse- 
hen werden, wobei das andere Substrat als stabilisierende 
Tragerplatte wirkt. Ein erstes der beiden Substrate kann eine 15 
Halbleiterscheibe sein wahrend ein zweites der beiden Sub- 
strate ein vereinzeites Bauelement sein kann. In diesem Fall 
kann aufgrund der grdfieren Oberflache des ersten Substrats 
eine zwischen den Bauelementen der zwei Substrate ange- 
ordnete Metallisierungsebene seitlich unter dem zweiten 20 
Substrat herausgefUhrt werden und von der dem zweiten 
Substrat zugewandten Oberflache des ersten Substrat her 
kontaktiert werden. Die mechanische Verbindung zwischen 
den Substraten kann uber Metallflachen realisiert werden, 
auf die Lotmctall aufgebracht wird. Durch Erhitzcn werden 25 
die Metallflachen der Substrate miteinander verlotet. Bei der 
Verbindung aufeinandertreffende Kontakte, die in den Sub- 
straten angeordnet sind, konnen dabei ebenfalls miteinander 
verlotet werden. Das Metail der Metallflachen und das Lot- 
metall konnen beim Loten eine Legierung bilden, deren 30 
Schmelzpunkt hoher ist als der Schmelzpunkt des Lotme- 
talls. Damit kann ein Auflosen der festen Verbindung bei 
weiteren ProzeBschritte vermieden werden. Fur die Metall- 
flachen kann Wolfram oder Nickel und fiir das Lotmetall 
Gallium oder Indium verwendet werden. 35 

Eine solche Schaitungsanordnung wird beispielsweise in 
einer Chipkarte eingesetzt. Ein wesentliches Qualitatskrite- 
rium einer Chipkarte ist ihr Schutz vor MiBbrauch. Vor al- 
lcm bei Chipkartcn im Bank- und Kommunikationsbcrcich 
ist der Schutz vor "Reverse Engineering" auBerordentlich 40 
wichtig. Es soli verhindert werden, daB Unberechtigte die 
interne Verschlusselung der auf der Chipkarte gespeicherten 
Information dekodieren konnen. Reverse Engineering kann 
erfolgen, indem mit Prufspitzen auf die Metallisierung des 
Chips aufgesetzt wird. Eine andere Moglichkeit besteht 45 
darin, mit Hilfe optischer Einblicke durch ein Mikroskop 
mit Infrarotbeleuchtung den Aufbau der Schaitungsanord- 
nung zu bestimmen. Eine weitere Moglichkeit besteht darin, 
elektromagnetische Signale der Schaitungsanordnung in- 
duktiv oder kapazitiv aufzunehmen, urn deren Funktion zu 50 
entschliisseln. 

Der Erfindung liegt daher das Problem zugrunde, eine 
Schaitungsanordnung anzugeben, die cincn groBcn Schutz 
vor Reverse Engineering bietet. Femer soli ein Verfahren 
zur Herstellung einer solchen Schaitungsanordnung angege- 55 
ben werden. t 

Das Problem wird gelost durch eine Schaitungsanord- 
nung mit mindestens einem Hauptsubstrat und mindestens 
einem Halbleiterbauelement, das im Bereich einer ersten 
Oberflache des Hauptsubstrats angeordnet ist. Fur die Schal- 60 
tungsanordnung ist femer ein erstes Schutzsubstrat vorgese- 
hen, das eine Oberflache aufweist, iiber der eine erste Me- 
Lallschicht angeordnet ist. Es ist ein zweites Schutzsubstrat 
vorgesehen, das eine Oberflache aufweist, uber der eine 
zweite Metallschicht angeordnet ist. Das Hauptsubstrat ist 65 
derart zwischen den zwei Schutzsubstraten angeordnet, daB 
die Oberflache des ersten Sc hutzsubstrats und die Oberfla- 
che des zweiten Schutzsubstrats im wesentlichen parallel 



zur ersten Oberflache des Hauptsubstrats liegen. Die erste 
Metallschicht und die zweite Metallschicht sind dabei so 
ausgestaltet, daB sie die Abstrahiung eiektromagnetischer 
Felder der Schaitungsanordnung nach aufien verhindern. 

Das Problem wird femer gelost durch ein Verfahren zur 
Herstellung einer Schaitungsanordnung, bei dem im Bereich 
einer ersten Oberflache mindestens eines Hauptsubstrats 
nundestens ein Halbleiterbauelement erzeugt wird. Uber ei- 
ner Oberflache eines ersten Schutzsubstrats wird eine erste 
Metallschicht erzeugt, Uber einer Oberflache eines zweiten 
Schutzsubstrats wird cine zweite Metallschicht erzeugt. 
Mindestens aus dem Hauptsubstrat, dem ersten Schutzsub- 
strat und dem zweiten Schutzsubstrat wird ein Stapel derart 
gebildet, daB die Oberflache des ersten Schutzsubstrats und 
die Oberflache des zweiten Schutzsubstrats im wesentlichen 
parallel zur ersten Oberflache des Hauptsubstrats liegen. Die 
erste Metallschicht und die zweite Metallschicht werden so 
erzeugt, daB sie die Abstrahiung elektromagnetischer Felder 
der Schaitungsanordnung nach auBen verhindern. 

Es sind also insbesondere keine Halbleiterbauelemente 
der Schaitungsanordnung zwischen der ersten Metallschicht 
und dem ersten Schutzsubstrat oder zwischen der zweiten 
Metallschicht und dem zweiten Schutzsubstrat angeordnet. 
Es sind auch keine Halbleiterbauelemente in den beiden 
Schutzsubstraten angeordnet. 

Samtliche Halbleiterbauelemente der Schaitungsanord- 
nung sind zwischen der ersten Metallschicht und der zwei- 
ten Metallschicht angeordnet. Die beiden Metallschichten 
schirmen durch die Schaitungsanordnung erzeugte elektro- 
magnetische Felder nach auBen hin ab, so daB Reverse En- 
gineering durch induktive oder kapazitive Aufnahme der 
elektrornagnetischen Felder nicht mbglich ist. Ferner ver- 
hindern die Metallschichten einen optischen Einblick auf 
die Halbleiterbauelemente, da die Metallschichten fur sicht- 
bares Licht und fur Infrarotstrahlung nicht durchlassig sind. 

Vorzugsweise ist das Hauptsubstrat derart zwischen den 
zwei Schutzsubstraten angeordnet, daB die Oberflache des 
ersten Schutzsubstrats und die Oberflache des zweiten 
Schutzsubstrats dem Hauptsubstrat zugewandt sind. Die 
Metallschichten werden dadurch durch die beiden Schutz- 
substrate geschiitzt. 

Zur Reduktion des ProzeBaufwands bei der Herstellung 
der Schaitungsanordnung sind die Metallschichten vorzugs- 
weise durchgehend, das heiBt, daB sie keine Aussparungen 
aufweisen. Solche Metallschichten konnen durch zum Bei- 
spiel Sputtem von Metall erzeugt werden. 

Die beiden Schutzsubstrate verhindern einen mechani- 
se hen Zugriff auf die Halbleiterbauelemente, so daB Reverse 
Engineering mit Hilfe von Prufspitzen verhindert wird. Eine 
Trennung der Schutzsubstrate vom Hauptsubstrat hatte die 
Zerstorung der Halbleiterbauelemente zur Folge. 

Ein Durchbohren der Schutzsubstrate mit der Prufspitze 
hatte die Aufsplittcrung der Schutzsubstrate zur Folgc. Da 
die Schutzsubstrate fest mit dem Hauptsubstrat verbunden 
sind, wurden folglich die Halbleiterbauelemente zerstort 
werden. Dazu sind die Schutzsubstrate vorzugsweise zwi- 
schen 10 um und 1000 um dick und bestehen aus einem 
sproden Material, wie z. B. Silizium, GaAs, Gias oder Kera- 
mik. Die Schutzsubstrate konnen auch aus einem metalli- 
schen Material bestehen. 

Die Schaitungsanordnung kann mehrere miteinander ver- 
bundene Halbleiterbauelemente aufweisen. Die Verbindung 
der Halbleiterbauelemente kann uber eine Metallisierungs- 
ebene erfolgen, die zur Veriiinderung von Reverse Enginee- 
ring ebenfalls zwischen den beiden Metallschichten ange- 
ordnet ist. Sind beispielsweise das Hauptsubstrat und das er- 
ste Schutzsubstrat so miteinander verbunden, daB die Ober- 
flache des ersten Schutzsubstrats und die erste Oberflache 
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des Hauptsubstrats einander zugewandt sind, so ist die Me- 
tallisierungsebene zwischen der ersten Metallschicht und 
dem Hauptsubstrat angeordnet. Die Metaliisierungsebene 
wird durch eine erste isoiierende Schicht von der ersten Me- 
tallschicht getrennt. Sind dagegen das Hauptsubstrat und 5 
das zweite Schutzsubstrat so miteinander verbunden, dal3 
die Oberflache des zweiten Schutzsubstrats und die erste 
Oberflache des Hauptsubstrats einander zugewandt sind, so 
ist die Metaliisierungsebene zwischen der zweiten Metall- 
schicht und dem Hauptsubstrat angeordnet. io 

Einc solchc Schaltungsanordnung laBt sich besonders 
schnell herstellen, wenn vor der Verbindung des Hauptsub- 
strats mit dem ersten Schutzsubstrat die Metaliisierungs- 
ebene uber dem ersten Schutzsubstrat erzeugt wird. In die- 
sem Fall konnen die Metaliisierungsebene und die Halblei- 15 
terbauelemente gleichzeitig hergestellt werden, da sie ver- 
schiedenen Substraten zugeordnet sind. Dazu wird auf der 
ersten Metallschicht die erste isoiierende Schicht aufge- 
bracht. Auf der ersten isolierenden Schicht wird die Metalii- 
sierungsebene erzeugt. AnschUefiend werden das Hauptsub- 20 
strat und das erste Schutzsubstrat derart miteinander verbun- 
den, daB die Metaliisierungsebene die Halbleiterbauele- 
mente miteinander verbindet. Urn bekannte ProzeBschritte 
anwenden zu konnen, ist es in diesem Fall besonders vorteil- 
haft, wcnn das crstc Schutzsubstrat aus Silizium bcstcht. 25 

Alternativ werden zunachst die Halbleiterbauelemente er- 
zeugt und danach die Metaliisierungsebene. AnschlieBend 
werden das Hauptsubstrat und das erste Schutzsubstrat mit- 
einander verb unden. 

Hs liegt im Rahmen der Erfindung, mehr als eine Metalli- 30 
sierungsebene vorzusehen. Da die Schutzsubstrate keine 
Halbleiterbauelemente umfassen, konnen sie aus einem bil- 
ligen Material bestehen. Auf diese Weise kann die Schal- 
tungsanordnung besonders billig hergestellt werden. Das 
Hauptsubstrat, das die Halbleiterbauelemente umfaBt, kann 35 
dagegen aus einem hochwertigen Material bestehen. Bei- 
spielsweise enthalten das Hauptsubstrat, das erste Schutz- 
substrat und das zweite Schutzsubstrat monokristallines Si- 
lizium. Das monokristallinc Silizium des Hauptsubstrats 
enthalt jedoch weniger Defekte als das monokristalline Sili- 40 
zium des ersten Schutzsubstrats und des zweiten Schutzsub- 
strats. 

Zur Erhdhung der Packungsdichte der Schaltungsanord- 
nung ist es vorteilhaft, wenn das Hauptsubstrat besonders 
dunn ist. Beispi els weise ist das Hauptsubstrat zwischen 45 
5 um und 100 um dick. 

Zur Herstellung einer solchen Schaltungsanordnung kann 
das Hauptsubstrat zunachst dicker sein. Beispiels weise 
weist sie, wie die Schutzsubstrate, eine Dicke zwischen 
500 um und 800 um auf. Nach Erzeugung der Halbleiter- 50 
bauelemente wird das Hauptsubstrat von einer zweiten, der 
ersten Oberflache gegenuberliegenden Oberflache ' des 
Hauptsubstrats her gcdiinnt. 

Um das riskante Entfemen eines Tragers, der beim Dun- 
nen erforderlich ist, zu vermeiden, ist es vorteilhaft, das er- 55 
ste Schutzsubstrat oder das zweite Schutzsubstrat als das 
Tragersubstrat zu verwenden. Dadurch wird auch der Her- 
steilungsprozeB beschieunigt, da das aufwendige Entfernen 
des Tragersubsfrats nach dem Dunnen entfallt. 

Im folgenden wird eine weitere vorteilhafte Ausgestal- 60 
tung der Schaltungsanordnung beschrieben: Das zweite 
Schutzsubstrat und das Hauptsubstrat sind so miteinander 
verbunden, daB die Oberflache des zweiten Schutzsubstrats 
und die zweite Oberflache des Hauptsubstrats einander zu- 
gewandt sind. Im Hauptsubstrat ist ein Ruckseitenkontakt 65 
zum Halbleiterbauelemcnt vorgesehen, der bis zur zweiten 
Oberflache des Hauptsubstrats reicht. Die Oberflache des 
zweiten Schutzsubstrats ist groBer als die zweite Oberflache 



des Hauptsubstrats. Auf der zweiten Metallschicht ist eine 
zweite isoiierende Schicht angeordnet. Auf der zweiten iso- 
lierenden Schicht sind eine Kontaktstruktur, die vom Haupt- 
substrat nicht bedeckt ist, und eine damit verbundene Leiter- 
bahn angeordnet. Die Leiterbahn ist mit dem Ruckseiten- 
kontakt verbunden, indem beispielsweise die Leiterbahn an 
den Ruckseitenkontakt angrenzt. Durch die Leiterbahn wird 
der Ruckseitenkontakt seitlich unter dem Hauptsubstrat her- 
ausgefuhrt und kann folglich von auflen kontaktiert werden, 
ohne daB die Schutzsubstrate ein Ilindernis darstelien. Die 
zweite isoiierende Schicht trennt die Leiterbahn von der 
zweiten Metallschicht. 

Bet einer solchen Schaltungsanordnung kann an teuerem 
Material gespart werden, da das Hauptsubstrat kleiner als 
das zweite Schutzsubstrat ist. Der Platzbedarf der Kontakt- 
struktur geht nicht zu Lasten des teueren Hauptsubstrats, da 
die Kontaktstruktur auf dem biiligen Schutzsubstrat ange- 
ordnet ist und vom Hauptsubstrat nicht bedeckt wird. 

Zur Erzeugung einer solchen Schaltungsanordnung wird 
nach dem Dunnen des Hauptsubstrats von der zweiten Ober- 
flache des Hauptsubstrats her ein Kontaktloch zum Halblei- 
terbauelement geoffnet und mit dem Ruckseitenkontakt ge- 
fullt. Auf der zweiten Metallschicht wird die zweite isoiie- 
rende Schicht aufgebracht. Auf der zweiten isolierenden 
Schicht werden die Kontaktstruktur und die damit verbun- 
dene Leiterbahn erzeugt. Das Hauptsubstrat und das zweite 
Schutzsubstrat werden anschlieBend so miteinander verbun- 
den, daB die Leiterbahn auf den Ruckseitenkontakt trifft und 
die Kontaktstruktur vom Hauptsubstrat nicht bedeckt wird. 

Die Schaltungsanordnung kann auch eine dreidimensio- 
nale Schaltungsanordnung sein. In diesem Fall ist minde- 
stens ein weiteres Hauptsubstrat vorgesehen, das entspre- 
chend dem Hauptsubstrat ausgestaltet ist. Das weitere 
Hauptsubstrat weist folglich auch mmdestens ein Halbleiter- 
bauelement auf. Die Hauptsub strate, das erste Schutzsub- 
strat und das zweite Schutzsubstrat sind stapelformig derart 
ubereinander angeordnet, daB die Hauptsubstrate zwischen 
dem ersten Schutzsubstrat und dem zweiten Schutzsubstrat 
angeordnet sind. Dadurch schiitzen die Mctallschichtcn der 
Schutzsubstrate samtliche Halbleiterbauelemente der Schal- 
tungsanordnung. Kontakte und Ruckseitenkontakte verbin- 
den die Halbleiterbauelemente der Hauptsubstrate miteinan- 
der. 

Durch das Ubereinanderanordnen der Halbleiterbauele- 
mente in den verschiedenen Hauptsubstraten kann eine be- 
sonders hohe Packungsdichte der Schaltungsanordnung er- 
zielt werden. Femer konnen die Halbleiterbauelemente mit 
verschiedenen Technologien hergestellt werden. Die Haupt- 
substrate konnen unterschiedliches Material enthalten. 

Die Kontakte bzw. die Ruckseitenkontakte konnen beim 
Zusammenfiigen der Hauptsubstrate aufeinander treffen und 
dadurch die Verbindung der Halbleiterbauelemente der ver- 
schiedenen Hauptsubstrate rcalisicrcn. Alternativ sind Lci- 
terbahnen vorgesehen, die die Kontakte bzw. die Rucksei- 
tenkontakte miteinander verbinden. Kontakte kontaktieren 
die Halbleiterbauelemente von den ersten Oberflachen der 
Hauptsubstrate her, wahrend die Ruckseitenkontakte inner- 
halb der Hauptsubstrate angeordnet sind und die Halbleiter- 
bauelemente von den zweiten Oberflachen der Hauptsub- 
strate her kontaktieren. 

Zur Herstellung einer solchen dreidimensionalen Schal- 
tungsanordnung werden die Hauptsubstrate nach Erzeugung 
der Halbleiterbauelemente in den Bereichen ihrer ersten 
Oberflachen von den zweiten Oberflachen her gediinnt, wo- 
bei jeweils ein noch nicht gedunntes Hauptsubstrat, das erste 
Schutzsubstrat oder das zweite Schutzsubstrat als Trager- 
substrat wirkt. 

Beispielsweise wird ein erstes Hauptsubstrat mit einem 
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zweiten Hauptsubstrat derart verbunden, daB die erste Ober- 
flache des ersten Hauptsubstxats und die erste Oberflache 
des zweiten Hauptsubstrats einander zugewandt sind, Mit 
Hilfe des zweiten Hauptsubstrats als Trager wird das erste 
Hauptsubstrat gedtinnt. Das erste Hauptsubstrat wird an- 
schiiefiend mit Ruckseitenkontakten verse hen. Die mitein- 
ander verbundenen Hauptsubstrate konnen anschiieBend mit 
eineni dritten Hauptsubstrat derart verbunden werden, daB 
die erste Oberflache des dritten Hauptsubstrats und die 
zweite Oberflache des ersten Hauptsubstrats einander zuge- 
wandt sind. Nun kann cntwcdcr das zwcitc Hauptsubstrat 
mit Hilfe des dritten Hauptsubstrats als Tragersubstrat oder 
das dritte Hauptsubstrat mit Hilfe des ersten Hauptsubstrats 
als Tragersubstrat gediinnt und mit Ruckseitenkontakten 
versehen werden. Auf diese Weise lassen sich beliebig viele 
Hauptsubstrate ubereinander stapeln. Zuletzt wird der Sta- 
pel aus Hauptsubstraten, von denen ein Hauptsubstrat nicht 
gediinnt ist, mit dem ersten Schutzsubstrat oder mit dem 
zweiten Schutzsubstrat verbinden. Mit Hilfe des betreffen- 
den Schutzsubstrats als Tragersubstrat wird das noch nicht 
gediinnte Hauptsubstrat gedtinnt. AnschlieBend wird das 
noch fehlende Schutzsubstrat angebracht, so da!3 die Haupt- 
substrate zwischen den beiden Schutzsubstraten angeordnet 
sind. 

Einc andcrc Alternative bestcht darin, zunachst cin crstcs 
Hauptsubstrat mit einem der Schutzsubstrate zu verbinden 
und mit Hilfe des Schutzsubstrats als Tragersubstrat zu diin- 
nen und mit Ruckseitenkontakten zu versehen. Anschlie- 
Bend kann ein zweites Hauptsubstrat mit dem gediinnten er- 
sten Hauptsubstrat derart verbunden werden, daB die erste 
Oberflache des zweiten Hauptsubstrats dem ersten Haupt- 
substrat zugewandt ist. Mit Hilfe des mit dem ersten Haupt- 
substrat verbundenen Schutzsubstrats als Tragersubstrat 
wird nun das zweite Hauptsubstrat gediinnt und mit Ruck- 
seitenkontakten versehen. Auf diese Weise konnen beliebig 
viele Hauptsubstrate miteinander verbunden werden. Zum 
Schlufl wird das fehlende Schutzsubstrat noch angebracht. 

Es sind beliebig viele Kombinationsmoglichkeiten denk- 
bar, wic die Hauptsubstrate und die Schutzsubstrate mitein- 
ander verbunden werden konnen und dabei die Hauptsub- 
strate gediinnt werden konnen, ohne daB beim Diinnen die- 
nende Tragersubstrate je entfernt werden miissen. 

Im folgenden wird ein Verfahren zur Erzeugung mehrerer 
errindungsgemaBer Schaitungsanordnungen angegeben. 

In rnindestens einem scheibenformigen ersten Wafer wer- 
den die Halbleiterbauelemente der Schaitungsanordnungen 
erzeugt. Auf einem scheibenformigen zweiten Wafer wird 
die erste Metallschicbt erzeugt. Der erste Wafer wird mit 
dem zweiten Wafer fest verbunden. AnschlieBend wird der 
erste Wafer gedunnt, wobei der zweite Wafer als Trager 
wirkt. Nach dem Diinnen des ersten Wafers werden die 
Riickseitenkontakte zu den Halbleiterelementen erzeugt. 
Der erste Wafer und der damit verbundene zwcitc Wafer 
werden so zersagt, daB vereinzeite Stapel gebildet werden, 
die jeweiis einen Teil des ersten Wafers und einen Teil des 
zweiten Wafers umfassen. Die Teile des ersten Wafers sind 
die Hauptsubstrate der Schaitungsanordnungen. Die Teile 
des zweiten Wafers sind die ersten Schutzsubstrate der 
Schaitungsanordnungen. Auf einem scheibenformigen drit- 
ten Wafer werden die zweite Metallschicht, die zweite iso- 
lierende Schicht, die Leitungsbahnen und die Kontaktstruk- 
turen aufgebracht. Die Stapel werden anschliefiend so mit 
dem dritten Wafer fest verbunden, daB die Koniaktslruklu- 
ren nicht durch die Stapel abgedeckt werden. AnschlieBend 
wird der dritte Wafer so zersagt, daB die Stapel wieder von- 
einander getrennt werden und jeweiis durch einen Teil des 
dritten Wafers vergroBert werden. Die Telle des dritten Wa- 
fers sind die zweiten Schutzsubstrate der Schaltungsanord- 
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nungen. 

Da die Stapel vor Verbindung mit dem dritten Wafer ver- 
einzelt werden, beanspnichen die Kontaktstrukturen keine 
Hache auf dem moglicherweise teueren ersten Wafer. 

Zur Erzeugung von mehreren Schaitungsanordnungen, 
die dreidimensional sind, werden vor Zersagen des ersten 
Wafers weitere Wafer, die gediinnt werden, auf dem ersten 
Wafer aufgebracht. Die weiteren Wafer enthalten eben falls 
Halbleiterbauelemente der Schaltungsanordnung und sind 
10 iiber Kontakte und/oder Riickseitenkontakte mit den Ilalb- 
lcitcrbauclcmcntcn des ersten Wafers verbunden. Das Zu- 
sammenfugen der weiteren Wafer und das Diinnen der wei- 
teren Wafer geschieht analog zum Zusammenfugen der 
Hauptsubstrate und zum Diinnen der Hauptsubstrate. 
L5 Die Halbleiterbauelemente konnen beispiels weise 
CMOS-Transistoren, Kondensatoren, mikroelektronische 
Schaltungsstrukturen, optoelektronische Komponenten, 
Sensorkomponenten oder ahnliches sein. 

Das Hauptsubstrat kann beispielsweise auch aus einem 
20 m-V-Halbleiter bestehen. 

Zwischen der ersten Metallschicht und dem ersten 
Schutzsubstrat bzw. der zweiten Metallschicht und dem 
zweiten Schutzsubstrat kann eine weitere isolierende 
Schicht vorgesehen sein. 
25 Zur Verbindung der Substrate miteinander konnen als 
oberste Schicht der Substrate Metallflachen vorgesehen 
sein, auf die Lotmetall aufgebracht wird. Durch Erhitzen 
werden die Metallflachen der verschiedenen Substrate mit- 
einander verldtet. Vorzugs weise weist das Lotmetall einen 
30 niedrigeren Schmelzpunkt auf als die durch die Metallrla- 
chen und das Lotmetall gebildete Legierung. Es liegt im 
Rahmen der Erfindung zwischen den Metallschichten und 
dem Lotmetall Haftschichten und/oder DifTusionsbarriere- 
schichten vorzusehen. 
35 Die Verbindung zwischen den Substraten kann auch zum 
Beispiel iiber eine Polyimidschicht erfolgen. 

Im folgenden werden Ausfiihrungsbeispiele der Erfin- 
dung anhand der Figuren naher erlautert. 

Fig. 1 zcigt einen ersten Wafer, nachdem Halblcitcrbau- 
40 elemente, ein erstes Zwischenoxid, erste Kontakte und erste 
Metallflachen erzeugt wurden. 

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch einen zweiten Wafer, 
nachdem eine erste Metallschicht, eine erste isolierende 
Schicht, ein zweites Zwischenoxid, eine erste Metaiiisie- 
45 rungsebene, zweite Kontakte, zweite Metallflachen und eine 
erste Lotmetallschicht erzeugt wurden. 

Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch einen Stapel aus ei- 
nem Hauptsubstrat und einem ersten Schutzsubstrat. Der 
•Stapel wurde durch Zersagen des ersten Wafers und des 
50 zweiten Wafers erzeugt, nachdem der erste Wafer nut dem 
zweiten Wafer fest verbunden wurde, gedunnt wurde und 
mit Ruckseitenkontakten und mit dritten Metallflachen ver- 
sehen wurde. 

Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch einen dritten Wafer, 
55 nachdem eine zweite Metallschicht, eine zweite isolierende 
Schicht, eine zweite Metallisierungsebene, ein drittes Zwi- 
schenoxid, dritte Kontakte, vierte Metallflachen und eine 
zweite Lotmetallschicht erzeugt wurden. 

Fig. 5 zeigt. einen Querschnitt. durch einen Stapel aus dem 
60 Hauptsubstrat, dem ersten Schutzsubstrat und dem zweiten 
Schutzsubstrat. 

Fig. 6 zeigt einen Querschnitt durch einen Stapel, der aus 
mehreren ersLen Wafem, einem zweiten Wafer und einem 
dritten Wafer erzeugt wurde. 
65 Die Figuren sind nicht maBstabsgetreu. 

In einem ersten Ausfuhrungsbei spiel ist ein ca. 600 pm 
dicker scheibenformiger erste r Wafer Wl vorgesehen, der in 
einer an eine erste Oberflache 01 des ersten Wafers Wl an- 
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grenzenden Schicht hochwertiges monokristallines Silizium 
enthait. 

Mit aus dem Stand der Technik belcannten ProzeBschrit- 
ten werden im Bereich der ersten Oberflache Ol Halbleiter- 
bauelemente H erzeugt (siehe Fig. 1). Die Halbleiterbauele- 5 
mente H sind beispielsweise CMOS-Transistoren, Konden- 
satoren, mikroelektxonlsche Schaltungsstrukturen, opto- 
elektronische Komponenten und Sensorkomponenten. 

Die Anordnung der Halbleiterbauelemente H im ersten 
Wafer Wl wiederholt sich periodisch, da auf dem ersten 10 
Wafer Wl mchrcrc gleiche Schaltungsanordnungcn erzeugt 
werden sollen. 

Uber den Halbleiterbauelementen H wird ein ca. 1 um 
dickes erstes Zwischenoxid Zl aus SiOi erzeugt. Im ersten 
Zwischenoxid Zl werden Kontaktlocher zu den Halbleiter- 15 
bauelementen H geoffnet und mit ersten Kontakten Kl ge- 
fullt (siehe Fig. 1). 

Auf dem ersten Zwischenoxid Zl werden ca. 2 um dicke 
erste Metallflachen Fl aus Kupfer aufgebracht, die jeweils 
entweder die ersten Kontakte Kl bedecken oder zwischen 20 
den ersten Kontakten Kl angeordnet sind ohne diese mitein- 
ander elektrisch zu verbinden (siehe Fig. 1). 

Ein scheibenformiger zweiter Wafer W2 bestebt aus Sili- 
zium und ist ca. 600 urn dick. Auf dem zweiten Wafer W2 
wird cine ca. 500 nm dicke crstc Mctallschicht Ml aus Al- 25 
SiCu erzeugt. Uber der ersten Metallschicht Ml wird eine 
ca. 1 um dicke erste isolierende Schicht II aus Si0 2 erzeugt. 
Auf der ersten isolierenden Schicht II wird aus AlSiCu eine 
' erste Metallisierungsebene ME1 erzeugt, die aus mehreren 
Leitungsbahnen besteht. Uber der ersten Metallisierungs- 30 
ebene ME1 wird ein zweites Zwischenoxid Z2 erzeugt, in- 
dem Si02 in einer Dicke von ca. .1 um aufgebracht wird. Im 
zweiten Zwischenoxid Z2 werden Kontaktlocher auf die er- 
ste Metallisierungsebene Ml geoffnet und mit zweiten Kon- 
takten K2 gefullt (siehe Fig. 2). 35 

Auf dem zweiten Zwischenoxid Z2 werden eine ca. 
20 nm dicke Haftschicht aus Titan und eine ca. 30 nm dicke 
Diffusionsbarrierenschicht aus TiN aufgebracht (nicht dar- 
gcstcllt). Darubcr werden ca. 500 nm dicke zweite Metall- 
flachen F2 aus Kupfer aufgebracht, die jeweils entweder die 40 
zweiten Kontakte K2 bedecken oder zwischen den zweiten 
Kontakten K2 angeordnet sind ohne diese miteinander elek- 
trisch zu verbinden (siehe Fig. 2). Auf den zweiten Metall- 
flachen F2 wird eine ca. 1500 nm dicke erste Lotrnetall- 
schicht LI aus Zinn aufgebracht (siehe Fig. 2). 45 

Anschlieflend werden der erste Wafer Wl und der zweite 
Wafer W2 derart miteinander verbunden, daB die ersten Me- 
tallflachen Fl und die zweiten Metallflachen F2 aufeinan- 
dertreffen. Dabei werden die ersten Kontakte Kl mit den 
zweiten Kontakte K2 elektrisch verbunden. 50 

Bei einem Temperschritt bei ca. 300°C werden die ersten 
Metallflachen Fl und die zweiten Metallflachen F2 mitein- 
ander vcrlotct. Dadurch wird cine feste Vcrbindung zwi- 
schen dem ersten Wafer Wl und dem zweiten Wafer W2 er- 
zeugt. 55 

Mit Hilfe des zweiten Wafers W2 als Trager wird der er- 
ste Wafer Wl von einer zweiten, der ersten Oberflache 6l 
gegeniiberliegenden Oberflache 02 her gediinnt, bis der er- 
ste Wafer Wl nur noch 1 0 um dick ist. 

Von der zweiten Oberflache 02 des ersten Wafers Wl her 60 
werden Kontaktlocher zu den Halbleiterbauelementen H ge- 
offnet. Seitliche Flachen der Kontaktlocher und die zweite 
Oberflache 02 werden mit einer Isolation (nicht dargestelll) 
versehen. Die Kontaktlocher werden mit Riickseitenkontak- 
ten R gefullt. Auf der mit der Isolation bedeckten zweiten 65 
Oberflache 02 werden ca. 2 um dicke dritte Metallflachen 
F3 aus Kupfer aufgebracht, die jeweils entweder die Riick- 
seitenkontakte R bedecken oder zwischen den Riickseiten- 



kontakten R angeordnet sind ohne diese miteinander elek- 
trisch zu verbinden (siehe Fig. 3). 

Die Isolation trennt die Riickseitenkontakte R und die 
dritten Metallflachen F3 vom Silizium des ersten Wafers 
Wl. 

AnschlieBend werden der erste Wafer Wl und der damit 
verbundene zweite Wafer W2 zersagt, so daB vereinzelte 
Stapel gebildet werden, die jeweils einen Teil des ersten Wa- 
fers Wl und einen Teil des zweiten Wafers W2 umfassen. 

Der Teil des ersten Wafers Wl eines der Stapel wird im 
folgcndcn als Hauptsubstrat HA bczcichnct. Der Teil des 
zweiten Wafers W2 des Stapels wird imfolgenden als erstes 
Schutzsubstrat S 1 bezeichnet. Jeder der Stapel umfaBt Halb- 
leiterbauelemente H, die einer der Schaltungsanordnungen 
zugeordnet sind (siehe Fig. 3). 

Hin ca 600 um dicker scheibenformiger dritter Wafer W3 
besteht aus Silizium. Auf dem dritten Wafer W3 wird eine 
ca. 500 nm dicke zweite Metallschicht M2 aus AlSiCu er- 
zeugt (siehe Fig. 4). 

Auf der zweiten Metallschicht M2 wird eine ca. 1 um 
dicke zweite isolierende Schicht 12 aus SiQ> erzeugt (siehe 
Fig. 4). 

Aus der zweiten isolierenden Schicht 12 wird aus AlSiCu 
eine zweite Metallisierungsebene ME2, die aus mehreren 
Leitungsbahnen besteht, erzeugt. 

Es wird ein drittes Zwischenoxid Z3 erzeugt, indem Si02 
in einer Dicke von ca. 1 um abgeschieden wird. Im dritten 
Zwischenoxid Z3 werden Kontaktlocher zur zweiten Metal- 
lisierungsebene ME2 geoffnet und mit dritten Kontakten K3 
gefullt (siehe Fig. 4). 

Auf dem dritten Zwischenoxid Z3 werden eine ca. 20 nm 
dicke Haftschicht aus Titan und eine ca. 30 nm dicke Diffu- 
sionsbarrierenschicht aus TiN aufgebracht (nicht darge- 
stellt). Daruber werden ca. 500 nm dicke vierte Metallfla- 
chen F4 aus Kupfer aufgebracht, die jeweils entweder die 
dritten Kontakte K3 bedecken oder zwischen den dritten 
Kontakten K3 angeordnet sind ohne diese miteinander elek- 
trisch zu verbinden (siehe Fig. 4). Auf den vierten Metallfla- 
chen F4 wird cine ca. 1500 nm dicke zweite Lotmctall- 
schicht L2 aus Zinn aufgebracht (siehe Fig. 4). 

AnschlieBend werden die vereinzelten Stapel auf den drit- 
ten Wafer W3 derart aufgebracht, daB die dritten Metallfla- 
chen F3 und die vierten Metallflachen F4 aufeinandertref- 
fen. Dadurch werden die Riickseitenkontakte R mit einem 
Teil der dritten Kontakte K3 elektrisch verbunden. 

Durch einen Temperschritt bei ca. 300°C werden die drit- 
ten Metallflachen F3 und die vierten Metallflachen F4 mit- 
einander verlotet. 

AnschlieBend wird der dritte Wafer W3 so zersagt, daB 
die Stapel wieder voneinander getrennt werden und jeweils 
durch einen Teil des dritten Wafers W3 vergrdBert werden. 
Der Teil des dritten Wafers W3 eines Stapels wird im fol- 
gcndcn als zweites Schutzsubstrat S2 bczcichnct. 

Die Stapel bilden Schaltungsanordnungen, die jeweils aus 
einem der Hauptsubstrate HA bestehen, der zwischen einem 
der ersten Schutzsubstrate SI und einem der zweiten 
Schutzsubstrate S2 angeordnet ist. Dritte Kontakte K3, die 
von den Hauptsubstraten HA nicht bedeckt werden, wirken 
als Kontakt.strukt.uren, uber die die Schaltungsanordnung 
von auBen angeschlossen werden kann. 

In einem zweiten AusfUhrungsbeispiel werden mehrere 
erste Wafer analog zurn ersten Wafer Wl aus dem ersten 
AusfUhrungsbeispiel erzeugt. Es wird ein zweiter Wafer 
analog zum zweiten Wafer W2 aus dem ersten AusfUhrungs- 
beispiel erzeugt. Es wird ein dritter Wafer analog zum drit- 
ten Wafer W3 aus dem ersten AusfUhrungsbeispiel erzeugt. 

Wie im ersten AusfUhrungsbeispiel wird einer der ersten - 
Wafer mit dem zweiten Wafer verbunden, gediinnt und mit 
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Ruckseitenkontakten versehen. Anschliefiend wird ein wei- 
terer der ersten Wafer mit dem gediinnten ersten Wafer ver- 
bunden. Die erste Oberflache des weiteren Wafers ist dabei 
dem gediinnten ersten Wafer zugewandt. Anschliefiend wird 
der weitere erste Wafer von seiner zweiten Oberflache her 5 
gedttnnt und mit Ruckseitenkontakten versehen. Diese Ver- 
fahrensschritte werden mit den iibrigen ersten Wafern eben- 
falls durchgefuhrt. AnschlieBend werden die ersten Wafer 
und der zweite Wafer zersagt, so daB Stapel erzeugt werden. 
Die Stapel werden wie im ersten Ausfuhrungsbeispiel mit 10 
dem drittcn Wafer verbunden. Der drittc Wafer wird zersagt, 
so daB die Stapel wieder vereinzelt werden. Jeder der Stapel 
besteht aus einem Teil des zweiten Wafers (erstes Schutz- 
substrat ST), einem Teil des dritten Wafers (zweites Schutz- 
substrat S2 f ) und aus jeweils einem Teil von jedem ersten 15 
Wafer (Hauptsubstrat HA'). Hin solcher Stapel ist schema- 
tisch in Fig. 6 dargestelU. 

Es sind viele Variationen des Ausfiihrungsbeispiels denk- 
bar, die ebenfalls im Rahmen der Erfindung liegen. So kon- 
nen beispielsweise Abmessungen der beschriebenen 20 
Schichten, Metallisierungsebenen, Kontakte und Wafer an 
die jeweiligen Erfordernisse angepaBt werden. 

Patentanspriiche 

25 

1. Schaltungsanordnung, 

- mit mindestens einem Hauptsubstrat (HA), 

- mit mindestens einem Halbleiterbauelement 
(H), das im Bereich einer ersten Oberflache (01) 
des Hauptsubstrats (HA) angeordnet ist, 30 

- mit einem ersten Schutzsubstrat (SI), das eine 
Oberflache aufweist, uber der eine erste Metall- . 
schicht (Ml) angeordnet ist, 

- mit einem zweiten Schutzsubstrat (S2), das eine 
Oberflache aufweist, Uber der eine zweite Metall- 35 
schicht (M2) angeordnet ist, 

- bei dem das Hauptsubstrat (HA) derart zwi- 
schen den zwei Schutzsubstraten (SI, S2) ange- 
ordnet ist, daB die Oberflache des ersten Schutz- 
substrats (SI) und die Oberflache des zweiten 40 
Schutzsubstrats (S2) im wesenUichen parallel zur 
ersten Oberflache (01) des Hauptsubstrats (HA) 
liegen, 

- bei der die erste Metallschicht (Ml) und die 
zweite Metallschicht (M2) so ausgestaltet sind, 45 
daB sie die Abstrahlung elektromagnetiscber Fel- 
der der Schaltungsanordnung nach aufien verhin- 
dem. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, 

- bei dem das Hauptsubstrat (HA) derart zwi- 50 
schen den zwei Schutzsubstraten (SI, S2) ange- 
ordnet ist, daB die Oberflache des ersten Schutz- 
substrats (SI) und die Oberflache des zweiten , 
Schutzsubstrats (S2) dem Hauptsubstrat (HA) zu- 
gewandt sind. 55 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, t 

- bei der das Hauptsubstrat (HA) und das erste 
Schutzsubstrat (SI) so miteinander verbunden 
sind, daB die Oberflache des ersten Schutzsub- 
strats (SI) und die erste Oberflache (01) des 60 
Hauptsubstrats (HA) einander zugewandt sind, 

- bei der zwischen der ersten Metallschicht (Ml) 
und dem Hauptsubstrat (HA) mindestens eine 
Metallisierungsebene (ME1) angeordnet ist, die 
das Halbleiterbauelement (II) mit weiteren im 65 
Hauptsubstrat (HA) angeordneten Halbleiterbau- 
elementen (H) verbindet und durch eine erste iso- 
lierende Schicht (II) von der ersten Metallschicht 
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(Ml) getrennt isL 

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 oder 3, 

- bei der das zweite Schutzsubstrat (S2) und das 
Hauptsubstrat (HA) so miteinander verbunden 
sind, daB die Oberflache des zweiten Schutzsub- 
strats (S2) und eine zweite, der ersten Oberflache 
(01) gegenUberliegende Oberflache (02) des 
Hauptsubstrats (HA) einander zugewandt sind, 

- bei der ein Ruckseitenkontakt (R) zum Halblei- 
terbauelement (II) vorgesehen ist, der bis zur 
zweiten Oberflache (02) des Hauptsubstrats (HA) 
reicht, 

- bei der die Oberflache des zweiten Schutzsub- 
strats (S2) groBer als die zweite Oberflache (02) 
des Hauptsubstrats (HA) ist, 

- bei der auf der zweiten Metallschicht (M2) eine 
zweite isolierende Schicht (12) angeordnet ist, 

- bei der auf der zweiten isolierenden Schicht 
(12) eine Kontaktstruktur, die nicht vom Haupt- 
substrat (HA) bedeckt ist, und eine damit verbun- 
dene Leiterbahn angeordnet sind, 

- bei der die Leiterbahn mit dem Ruckseitenkon- 
takt (R) verbunden ist. 

5. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, 

bei der das Hauptsubstrat (HA) zwischen 5 um 
und 100 um dick ist, 

- bei der das erste Schutzsubstrat (SI) und das 
zweite Schutzsubstrat (S2) zwischen 10 um und 
1000 um dick sind. 

6. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, 

- bei der das Hauptsubstrat (HA), das erste 
Schutzsubstrat (SI) und das zweite Schutzsubstrat 
(S2) monokristallines Silizium enthalten, 

- bei der das monokristalline Silizium des Haupt- 
substrats (HA) weniger Defekte enthalt, als das 
monokristalline Silizium des ersten Schutzsub- 
strats (SI) und des zweiten Schutzsubstrats (S2). 

7. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 
bis 6, 

- mit mindestens einem weiteren Hauptsubstrat 
(HA), der entsprechend dem Hauptsubstrat (HA) 
ausgestaltet ist, 

- bei der die Hauptsubstrate (HA), das erste 
Schutzsubstrat (SI) und das zweite Schutzsubstrat 
(S2) stapelformig derart ubereinander angeordnet 
sind, daB die Hauptsubstrate (HA) zwischen dem 
ersten Schutzsubstrat (SI) und dem zweiten 
Schutzsubstrat (S2) angeordnet sind, 

- bei der Kontakte (K2) und Riickseitenkontakte 
(R) die Halbleiterbauelemente (H) der Hauptsub- 
strate (H) miteinander verbinden. 

8. Verfahren zur Herstellung einer Schaltungsanord- 
nung, 

- bei dem im Bereich einer ersten Oberflache 
(01) mindestens eines Hauptsubstrats (HA) min- 
destens ein Halbleiterbauelement (H) erzeugt 
wird, 

- bei dem uber einer Oberflache eines ersten 
Schutzsubstrats (SI) eine erste Metallschicht 
(Ml) erzeugt wird, 

- bei dem uber einer Oberflache eines zweiten 
Schutzsubstrats (S2) eine zweite Metallschicht 
(Ml) erzeugt wird, 

- bei dem mindestens aus dem Hauptsubstrat 
(HA), dem ersten Schutzsubstrat (S2) und dem 
zweiten Schutzsubstrat (S2) ein Stapel derart ge- 
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bildet wird, dafi das Hauptsubstrat (HA) zwischen 
dem ersten Schutzsubstrat (SI) und dem zweiten 
Schiuzsubstrat (S2) iiegt und daB die Oberflache 
des ersten Schutzsubstrats (SI) und die Oberfla- 
che des zweiten Schutzsubstrats (S2) im wesentli- 5 
chen parallel zur ersten Oberflache (01) des' 
Hauptsubstrats (HA) liegen, 

- bei dem die erste Metallschicht (Ml) und die 
zweite Metallschicht (M2) so erzeugt werden, daB 
sie die Abstrahiung elektromagnetischer Felder 10 
dcr Schaltungsanordnung nach auBcn vcrhindcrn. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, 

- bei dem der Stapel aus dem Hauptsubstrat 
(HA), dem ersten Schutzsubstrat (S2) und dem 
zweiten Schutzsubstrat (S2) derart gebildet wird, 15 
daB die Oberflache des ersten Schutzsubstrats 
(SI) und die Oberflache des zweiten Schutzsub- 
strats (S2) dem Hauptsubstrat (HA) zugewandt 
sind. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, 20 

- bei dem das Hauptsubstrat (HA) von einer 
zweiten, der ersten Oberflache (01) gegeniiberlie- 
genden Oberflache (02) des Hauptsubstrats (HA) 
her gedunnt wird, wobei das erste Schutzsubstrat 
(SI) als Tragc substrat wirkt 25 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, 

- bei dem im Hauptsubstrat (HA) weitere Halb- 
-leiterbauelemente (H) erzeugt werden, 

- bei dem auf der ersten Metallschicht (Ml) eine 
erste isolierende Schicht (II) aufgebracht wird, 30 

- bei dem auf der ersten isolierenden Schicht (II) 
mindestens eine Metallisierungsebene (ME1-) er- 
zeugt wird, 

- bei dem das Hauptsubstrat (HA) mit dem ersten 
Schutzsubstrat (SI) derart verbunden wird, daB 35 
die Metallisierungsebene (ME1) die Halbleiter- 
bauelemente (H) miteinander verbindet. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 10, 

- bei dem mindestens cin wcitcrs Hauptsubstrat 
(HA') bereitgestellt wird, 40 

- bei dem im Bereich einer ersten Oberflache des 
weiteren Hauptsubstrats (HA') mindestens ein 
Halbleiterbauelement erzeugt wird, 

- bei dem die Hauptsubstrate (HA') von zweiten, 
den ersten Oberflachen gegeniiberliegenden Ober- 45 
flachen der Hauptsubstrate (HA') her gedunnt 
werden, wobei jeweiis ein noch nicht gediinntes 
der Hauptsubstrate (HA'), das erste Schutzsubstrat 
(SI') oder das zweite Schutzsubstrat (S2*) als Tra- 
gersubstrat wirkt, 50 

- bei dem in den Hauptsubstraten (HA') jeweiis 
mindestens ein Kontakt und/oder ein Riickseiten- 
kontakt erzeugt werden, die die Halblcitcrbauclc- 
mente der verschiedenen Hauptsubstrate (HA') 
miteinander verbinden, 55 

- bei dem die Hauptsubstrate (HA 1 ), das erste 
Schutzsubstrat (SI') und das zweite Schutzsub- 
strat (S2') derart aufeinandergestapelt und fest 
miteinander verbunden werden, daft die Haupt- 
substrate (HA) zwischen dem ersten Schutzsub- 60 
strat (SI') und dem zweiten Schutzsubstrat (S2') 
angeordnet sind. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 12, 

- bei dem nach dem Diinnen des Hauptsubstrats 
(IIA) von der zweiten Oberflache (02) des Ilaupt- 65 
substrats (HA) her ein Kontaktloch zum Halblei- 
terbauelement geoffnet wird und mit einem Riick- 
seitenkontakt (R) gefiiik wird, 
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- bei dem auf der zweiten Metallschicht (M2) 
eine zweite isolierende Schicht (12) aufgebracht 

• wird, 

- bei dem auf der zweiten isolierenden Schicht 
(12) eine Kontaktstruktur und eine damit verbun- 
dene Leiterbahn erzeugt werden, 

- bei dem die Oberflache des zweiten Schutzsub- 
strats (S2) groBer als die zweite Oberflache (02) 
des Hauptsubstrats (HA) ist, 

- bei dem das Hauptsubstrat (IIA) und das zweite 
Schutzsubstrat (S2) so miteinander verbunden 
werden, daB die Leiterbahn auf den Riickseiten- 
kontakt (R) trifft, und die Kontaktstruktur vom 
Hauptsubstrat (HA) nicht bedeckt wird. 

14. Verfahren zur Erzeugung mehrerer Schaltungsan- 
ordnungen, die jeweiis mit dem Verfahren gemaB An- 
spruch 13 erzeugt werden, 

- bei dem in mindestens einem scheibenformigen 
ersten Wafer (Wl) die Halbleiterbauelemente (H) 
der Schaltungsanordnungen erzeugt werden, 

- bei dem auf einem scheibenformigen zweiten 
Wafer (W2) die erste Metallschicht (Ml) erzeugt 
wird, 

- bei dem der erste Wafer (Wl) mit dem zweite 
Wafer (W2) fest verbunden wird, 

bei dem der erste Wafer (Wl) gedunnt wird, 
wobei der zweite Wafer (W2) als Trager wirkt, 

- bei dem nach dem Dunnen die Ruckseitenkon- 
takte (R) zu den Halbleiterbauelernenten (H) er- 
zeugt werden, 

- bei dem der erste Wafer (Wl) und der damit 
verbundene zweite Wafer (W2) so zersagt werden, 
daB vereinzelte Stapel- gebildet werden, die je- 
weiis einen Teil des ersten Wafers (Wl), der als 
Hauptsubstrat (HA) bezeichnet wird, und einen 
Teil des zweiten Wafers (W2), der als erstes 
Schutzsubstrat (SI) bezeichnet wird, umfassen, 

- bei dem auf einem scheibenformigen dritten 
Wafer (W3) die zweite Metallschicht (M2), die 
zweite isolierende Schicht (12), die Leitungsbah- 
nen und die Kontaktstrukturen aufgebracht wer- 
den, 

- bei dem die Stapel so mit dem dritten Wafer 
(W3) fest verbunden werden, daB 'die Kontakt- 
strukturen nicht durch die Stapel abgedeckt wer- 
den, 

- bei dem der dritte Wafer (W3) so zersagt wird, 
daB die Stapel wieder voneinander getrennt wer- 
den und jeweiis durch einen Teil des dritten Wa- 
fers (W3), der als zweites Schutzsubstrat (S2) be- 
zeichnet wird, vergroBert werden. 
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The inventive circuit has at least one main substrate (HA) which is located between a first protective 
substrate (S1) and a second protective substrate (S2). The main substrate (HA) has at least one 
semiconductor component (H). A metal layer (M1, M2) is provided on surfaces of the two protective 
substrates (S1, S2), respectively. Said metal layers prevent the electromagnetic fields of the circuit from 
being emitted outwards 




Abstract 



http://12.espacenetxom/espacenet/abstract?CY-ep&LG-en&PNP=DE19940759&PN=DE... 9/9/03 



OCKET HO:JUm t im2 

ERiAL NO: ta/fevyqa 

m ICANT: ^tiU^JrJ, — _ 
LERNER AND GREENBERG RA. 

RO. BOX 2480 
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022 
TEL (954) 925-1100 



